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MATERIALES Y ALIMENTACION EN EL SIGLO XXI

SEMICONDUCTORES DE BANDA ANCHA: GALATOS DE
ALUMINIO, (AlxGa1+)203
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Los 6xidos de galio-aluminio (AlxGaix)203 son materiales semiconductores con una alta movilidad
electrénica y una gran rigidez dieléctrica lo cual es esencial para la fabricacion de dispositivos en la Electronica
de Potencia. En este trabajo se presenta un método novedoso y de bajo costo para sintetizar estas aleaciones
ternarias (AlvGarx)203 (0 < x < 1). Este método de sintesis por combustion produce nanopolvos con una
estructura cristalina monoclinica y una banda-gap que va desde 9 hasta 4 eV. La sintesis por combustion es un
método altamente exotérmico que se basa en la disolucién de nitratos de los diferentes metales en agua
desionizada y carbohidrazida (CHsONs) como un combustible organico. Esta solucion ideal (nitratos-
combustible) en un vaso de precipitado se introduce en un horno precalentado a 500 °C y en unos minutos se
lleva a cabo la reaccidon redox exotérmica y se produce una especie de espuma la cual después de muele en un
mortero quedando un polvo blanco. A través de este método es posible controlar el ancho de la banda prohibida
(band-gap) y el dopaje del semiconductor a través del monitoreo de la estequiometria de la reaccion entre los
nitratos metalicos y el combustible. En su mas amplio esquema esta investigacion es un esfuerzo importante

para incursionar en la fabricacion de dispositivos semiconductores de banda ancha.
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